BF 936

SILIZIUM - PNP ~ HF - TRANSISTOR
fiir HF-Verstirker sowie Misch- und Oszillator-
stufen im UKW- und VHF-FS-Bereich

-

[e—12.7min —= D0048max

Mechanische Daten:

> L

r——— }
e

Gehliuse: Kunststoff, SOT-54

MaBangaben in mm.

52max e VE 20122

165

Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung --UCB 0= max. 30 Vv .
Kol1ektor-Emitter-Sperrspannung -UCE 0 = max. 20 V
Kollektorstrom -Ic = max. 25 mA
Gesamtverlustleistung bei 8U g 45°C Ptot = max, 250 mW
Sperrschichttemperatur sJ = max. 150 °¢
Gleichatromverst&rkung S

bei -UCB =10V, IE =1 mA B = 25
Transit-Frequenz

bei -UCB =10V, IE =1 mA fT = 350 MHz
Leistungsverstdrkung s

bei -UCB =10V, IE =3 mA, £ = 200 MHz Vpb B 14 4B
Rauschzahl <

bei -U,p, = 10V, I_ =1 mA, £ = 200 MAz F = 6 dB

CB E ™
VALVO TRANSISTOREN 12.75



BF 936

166

Absolute Grenzwerte: (giltig bis §; mnx)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: -UCB o = max. 30 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: -UCE o0 = maX. 20 V
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: ‘UEB o = max. 4 Vv
Kollektorstrom: -IC = max, 25 mA
Gesamtverlustleistung bei 8U é 45°C: Ptot = max., 250 mW
Sperrschichttemperatur: 3J = max. 150 °C
Lagerungstemperatur: &S = min. =55 °C
s = max, 150 °C
S
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 420 K/W
VZ 7139744
Prot max
(mW)
300
200
100 ™
.
P
]
0 50 100 Yy 0 150
12.75 VALVO TRANSISTOREN



BF 936

Kennverte : bei 8U = 25%

Kol1ektor-DurchbruchsPannung

v

bei IE =0, -IC = 10 pA: -U(BR) CB 0 30 v
Kol1gktor—Emitter-Durchbruchspannung 3

bei I = 0, -1, = 2 mA: -U(BR) CE o0 = 20 \'
Emitter-Durchbruchspannung N

bei Ic = 0, -IE = 10 pA: -U(BR) EB O = 4 v
Kollektor-Reststrom <

bei IE = 0, —UCB = 20 V: -ICB 0 = 50 nA
Basisstrom <

bei ~U,, = 10V, Ip =1 ma: -1, 2 38 pA
Transit~Frequenz

bei ~U.. = 10 V, I =1m, f, = 100 MHz: o = 350 MHz
Ridckwirkangskapazitit

bei -UCB =10V, IE =1 mA: C12e = 0,9 pF
Leistungsverstdrkung
in Basisschaltung

bei U, = 10 V, I, =3 m, N

R, = 930 @, R, =60Q, f =200 MHz: vpb = 17,5 (£ 14) 4B
Rauschzahl

bei -UCB =10V, IE =1 mA <

und R = 50 2, f = 200 MHz: F = 5 (2 6) daB

VALVO TRANSISTOREN 12.75
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N DATEN VORLAUFIGER MUSTER
BF 964

N - KANAL - MOS - FELDEFFEKT - TRANSISTOR - TETRODE
Verarmungstyp (depletion), mit integrierten Schutzdioden,
fir UEKW-/VHF-Anwendungen (einschlieBlich S-Kanile)

D
Mechanische Daten: Gy |
Gehiuse: Kunststof?, 07 I
S0T-103 pe Gy
MaBangaben in mm.
S,B
le——174min —
024 12
l —] 48max max max
27 ==
max T
T VZR0272
Kurzdaten:
Drain - Source - Spannung UDS = max. 20 vV,
Drainstrom, Mittelwert ID AV = max. 30 mA
Gesamtverlustleistung bei 8 $ 75% P, ¢ = mex. 225 oW
Kanaltemperatur bx = max. 150 °C
Drain-Source-KurzschluBstrom
bei UDS =15 V, UG2S =4V IDs s = 200420 mA
Leistungsverstidrkung
bei UDS =15 V, UG2S =4V, ID = 10 mA
und f = 200 MHz VP = 25 dB
Rauschzahl
bei UDS =15V, Ust =4V, ID = 10 mA
und £ = 200 MHz F = 1,5 dB
Riickwirkungskapazitdt
bei UDS =15 V, UG2s =4V, ID = 10 mA 0129 = 25 fF

VALVO TRANSISTOREN 9.81



BF 964

Absolute Grenzwerte:

‘(gi'iltig bis &

)

K max
Drain - Source - Spannung: UDS = max. 20 V
Drainstrom, Mittelwert: ID Ay = max. 30 mA
Gate 1 - Strom: ﬂGlS = max. 10 mA
Gate 2 - Strom: I = max. 10
£ -x0 1 628
Gesamtverlustleistung bei GU = 75°C: ) Ptot = max. 225 mW
Kanaltemperatur: 8K = max. 150 °C
Lagerungstemperatur: OS = min. -65 °
o = max. 150 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Kanal und Umgebung: 1) Bth U é 0,335 K/mW
250 27300211 =
Ptot max
(mw) \
200
\
. S
40
150 -
\ 7
100 A\
\ oy
50
\
0
0 50 100 9, (*C) 150 T
) Transistor auf einseitig 35 um
Cu-kaschierter Glasfaser-Epoxid-
Leiterplatte von 40 mm x 35 mm,
1,5 mm stark, liegend, vgl. oben-
stehende Skizze
9.81 VALVO TRANSISTOREN



BF 964

Statische Kennwente: bei 8 = 25%

Gate 1 - Source - Durchbruchspannung

bei UG2S = UDS = 0, iIGlS = 10 mA: U(BR) GiS S = 6...20 V
Gate 2 - Source - Durchbruchspannung

bei UGIS = UDS =0, iIG2S = 10 mA: U(BR) Gos § = 6...20 V
Gate‘l - Reststrom <

bei tUGlS =51V, UG2S = UDS = 0: tIGlS S = 50 DA
Gate.2 - Reststrom <

bei iUG2S =51V, UGIS = UDS = 0: iIG2S s = 50 nA
Drain - Source - KurzschluBstrom

bei UDS =15V, Ust =4V IDS S = 2...20 mA
Gate.— Source - Abschniirspannung <

bei UDS =15V, ID = 20 pA, UG2S =4V —UP 61 ? 2,5 v

bei UDS =157V, ID = 20 pa, UGls = 0: —Uf 62 = 2,0 v
Dynamische Kennwerte: bei UDS =15 V, UG2S =4V, ID = 10 mA, GU = 25%
Vorwidrtssteilheit bei £ = 1 kHz: |y21sl = 17 (; 15)mS
Gate 1 - Eingangskapazitdt bei f = 1 MHz: Ci1s g1 = 2,5 (§3,o)pr
Gate 2 - Eingangskapazitdt bei f = 1 MHz: Clls 22 = 1,2 pF
Ausgangskapazitdt bei f = 1 MHz: Cosge = 1,0 (§1,3)pF
Riickwirkungskapazitdt bei f = 1 MHz: Cypp = 25 (2 35)¢F
Leistungsverstirkung

bei Gg = 2 mS, GL = 0,5 mS, f = 200 MHz: VP = 25 dB
Rauschzahl

bei Gg = 2 mS, f = 200 MHz: F % 1,5 (§2,8)dn

Dieses Datenblatt %lbt keine Auskunft Uber Liefermdglichkeiten.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigen-
schaften im Rechtssinne aufzufassen. Etwaige Schadensersatzanspriiche gegen uns — gleich aus welchem
Rechtsgrund — sind ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit trifft.

Es wird keine Gewahr {ibernommen, daB die angegebenen Schaltungen oder Verfahren frei von Schutz-
rechten Dritter sind.

Ein Nachdruck — auch auszugsweise — ist nur zuldssig mit Zustimmung des Herausgebers und mit
genauer Quellenangabe

VALVO TRANSISTOREN 9.81



DATEN VORLAUFIGER MUSTER

BF 966

N - XANAL - MOS - FELDEFFEKT - TRANSISTOR - TETRODE
Verarmungstyp (depletion), mit integrierten Schutzdioden,
fiir UHF - Anwendungen

D
G
07 '._ 2 J
Mechanische Daten: |
Geh#use: Kunststoff, G
S0T-103
MaBangaben in mm.
S,B
le—174min —
024 1,2
l —»] 4,8maox max mfx
27 =n
max T
T VZ7R0272
Kurzdaten:
Drain - Source - Spannung UDS = max. 20 V
Drainstrom, Mittelwert ID Ay = max. 30 mA
Gesamtverlustleistung bei 6U é 75°C Ptot = max. 225 mW
Kanal temperatur OK = max. 150 °c
Drain-Source-KurzschluB8strom
bei UDS=15 v, UG2S=4V IDSS = 2...20 mA
Leistungsverstirkung
bei UDS =15V, UG2S =4V, ID = 10 mA
und £ = 200 MHz Vp = 25 dB
und £ = 800 MHz Vp = 18 dB
Rauschzahl
bei UDS= 15 v, Ust=4V, ID=10mA
und f = 200 MHz F = 1,5 dB
und £ = 800 MHz F = 2,8 dB
Riéckwirkungskapazitdt
bei UDS =15V, UG2S =4V, ID = 10 mA 0123 = 25 fF

VALVO TRANSISTOREN 9.81



BF 966

-

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis L nax)
Drain - Source - Spannung: UDS = max. 20 V
Drainstrom, Mittelwert: Il) Ay = max. 30 mA
Gate 1 - Strom: tIGlS = max. 10 mA
Gate 2 - Strom: iIG2S = max. 10 mA
Gesamtverlustleistung bei OU § 75%Cs 1) Ptot = max. 225 mW
Kanaltemperatur: ox = max. 150 °C
Lagerungstemperatur: os = min. -65 °C
8 = max. 150 °C
Wirmewiderstands
swischen Kanal und Umgebung: 1) By s 0,335 K/mW
250 23300211
Prot max 35
(mW) A s
200
\
3 3
\ ¥
150 —— w0
\
27
100 A\
\ L§ 1Mt
N
50 \ L—s—o|
0
0 50 100 9, (*C) 150
) Transistor auf einseitig 35 um
Cu-kaschierter Glasfaser-Epoxid-
Leiterplatte von 40 mm x 35 mm,
’ 1,5 mm stark, liegend, vgl. oben-
stehende Skizze
9.81 VALVO TRANSISTOREN



BF 966

Statische Kennwerte: bei 0U = 25%

Gate 1 - Source - Durchbruchspannung

bei Ust = UDS =0, tIGlS = 10 mA: U(BR) GiS § = 6...20 v
Gate 2 - Source - Durchbruchspannung

bei UGls = UDS = 0, iIst = 10 mA: U(BR) G2s s = 6...20 v
Gate 1 - Reststrom <

bei *Ue1s =51V, Ust = UDS = 0: iIGlS s = 50 nA
Gate 2 - Reststrom <

bei iUG2S =51V, UGIS = UDS = 0: 1IG2S s = 50 nA
Drain-- Source — KurzschluBstrom

bei Upo =15V, UGZS =4V: IDS S = 2...20 mA
Gate - Source ~ Abschniirspannung <

bei Upg = 15 V, I = 20 pA, Ug,o = 4 Vs =Up o4 ? 2, v

bei UDS =15V, ID = 20 pA, UG1S = 0: 'Uf G2 = ’ v
Dynamische Kemnwerte:  bei Upg = 15V, Ugyo = 4 V, I = 10 ma, 8 = 25°%
Vorwiirtssteilheit bei f = 1 kHz: |y21s| = 17 (2 15) =ms
Gate 1 - Eingangskapazitdt bei f = 1 MHz: 11s g1 = 2,2 (é 2,6) pF
Gate 2 - Eingangskapazitdt bei f = 1 MHz: 11s g2 121 pF
Riickwirkungskapazitdt bei f = 1 MHz: 0128 = 25 (= 35) fF
Ausgangskapazitit bei £ = 1 MHz: Coog = 0,8 (§ 1,2) pF
Leistungsvers.drkung

bei Gg = 2 mS, G, = 0,5 mS, £ = 200 MHz: VP = 25 dB

bei Gg = 2 mS, GL = 1,0 mS, f = 800 MHz: Vp = 18 dB
Rauschzahl

bei Gg =2 mS, f = 200 MHz: F = 1,5 dB

= = 2,8 (é 3,9) dB

bei Gg =2 mS, f = 800 MHz: F

Dieses Datenblatt gibt keine Auskunft iber Lieferméglichkeiten.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigen-
schaften im Rechtssinne aufzufassen. Etwaige Schadensersatzanspriiche gegen uns — gleich aus welchem
Rechtsgrund — sind ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit trifft.

Es wird keine Gewahr ubernommen, daB die angegebenen-Schaltungen oder Verfahren frei von Schutz-
rechten.DYitter sind.

Ein Nachdruck — auch auszugsweise — ist nur zuldssig mit Zustimmung des Herausgebers und mit
genauer Quellenangabe

VALVO TRANSISTOREN 9.833



BF 980

N - KANAL - MOS - FELDEFFEKT - TRANSISTOR - TETRODE
Verarmungstyp (depletion), mit integrierten Schutzdioden,

fiir UHF-FS-Kanalwihler mit 12 V Speisespannung

D
) G2
Mechanische Daten:
Gehduse: Kunststoff, 07 ‘J
SOT-103 max F“ Gy
MaBangaben in mm.
S,B

5,1
*min

145 max—»|| [le- &'y
115 max min

024 12
l —»{ 4,8max max max
2,7 —
max T
vZR0272
Kurzdaten:
Drain - Source - Spannung UDS = max. 18 vV
Drainstrom, Mittelwert ID = max. 30 mA
< <0 Av
Gesamtverlustleistung bei SU = 75°C Ptot = max. 225 mW
Kanaltemperatur SK = max. 150 °c
Vorwédrtssteilheit
bei Upe =10V, Uooo =4V, Ip = 10 mA |y218| = 19  mS
Rauschzahl
bei Upo =10V, Upyo =4V, I =10 mA
und f = 800 MHz F = 2,8 dB
Riickwirkungskapazitdt
bei UDS =10V, UG2S =4V, I, = 10 mA
und f = 1 MHz : C128 = 25 fF

o5 VAIVD



BF 980

Absolute Grenzwerte:

Drain - Source - Spannung:

Drainstrom, Mittelwerts;
Gate 1 - Strom:
Gate 2 - Strom:

< 0

Gesamtverlustleistung bei SU = 75°C:

Kanaltemperatur:

Lagerungstemperatur:

Warmewiderstand:

zwischen Kanal und Umgebung: 1)

250 27300211

(giiltig bis &

P,

tot max

(mw)

200 A\

150

100 \

S0

\

144

100 3,("C) 150

K max

1

)

UDs = max. 18 V
ID AV = max. 30 mA
tIGlS = max. 10 mA
+ = .
'IG2S max 10 mA
Ptot = max. 225 mW
3 = max. 150 °¢
as = min. -65 .
9 = max. 150 C
S
R < 0.335 K/mW
th U
35
6
5
g L
(1)
/
—+
. lBEE!
F— + 4
40
[y
27

~ -J] L ! 10
Lo

1) Transistor aut einseitig 35 um Cu-

kaschierter Glasfaser-Epoxy-Leiter-~
platte von 40 mm x 35 mm x 1,5 mm,

"vgl. obenstehende Skizze



BF 980

Statische Kennwerte: bei &y = 25°

Gate 1 - Source - Durehbruchspannung

bei UG2s = UDs = 0, iIGlS = 10 mA:

Gate 2 - Source - Durchbruchspannung

|
w
<

2
tU(BR) 61S s

: 2
= = + = s 4
bei Ugyg = Upg = 0y £l = 10 mA tU(BR) Gos s 8 v
Gate 1 - Reststrom <
it = = = B + =
bei _UGls 7V, UG2S UDs 0: ‘IGis s 25 nA
Gate 2 - Reststrom <
bei tUG2S =7V, UGls = UDs = 0: iIst S = 25 nA
Gate - Source - Abschniirspannung <
bei UDS =10 V, ID = 20 pA, UG2S =4 V: -UP G1 ? ) v
bei UDS =10 V, ID = 20 pa, UGlS = 0: —UP G2 = 1, v
. . _ _ ox0
Dynamische Kennwerte: bei UDS =10 V, ID = 10 mA. UG2S =4V, GU =25C
Vorwirtssteilheit bei f = 1 kHz: 7216 = 19 (2 17) =ms
Gate 1 - Eingangskapazitdt bei f = 1 MHz: C1ls 2l = 2,6 pF
Gate 2 - Eingangskapazitdt bei f = 1 MHz: 0118 g2 = 1,4 pF
Ausgangskapazitdt bei f = 1 MHz: C22s = 1,1 pF
Riickwirkungskapazitdt bei f = 1 MHz: C128 = 25 fF
Rauschzahl <
bei f = 800 MHz und G, = 5 mS: F = 2,8 (=3,9) dB

G

145



BF 982

N - KANAL - MOS - FELDEFFEKT - TRANSISTOR - TETRODE
Verarmungstyp (depletion), mit integrierten Schutzdioden,
fiir UKW-Tuner und FS-Kanalwidhler bis Bereich III
mit 12 V Speisespannung D

G, |

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff,
S0T-103

MaBangaben in mm.

X:)

024 1,2
l *‘ﬁéﬁmcxk~4~ max m@i
27 — N
max / !
VZ7R0272

Kurzdaten:
Drain - Source - Spannung UDS = max. 20 V
Drainstrom, Mittelwert ID Ay = max. 40 mA
Gesamtverlustleistung bei OU é 75°¢C Ptot = max. 225 mW
Kanaltemperatur 3K = max. 150 °C
Vorwirtssteilheit

bei Upo = 10 V, Ugpe =4V, I = 15 mA |y218| = 25 mS
Rauschzahl

bei U .. =10 V, U =4V, I. =15 mA

DS ’ TG2s 'D

und f = 200 MHz F = 1,2 4B
Riickwirkungskapazitdt

bei UDs =10V, Ust =4V, ID = 15 mA

und f = 1 MHz 0125 = 30 fF

uy VA'.V“




BF 982

)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &

K max
Drain - Source - Sﬁannung: UDS = max. 20 V
Drainstrom, Mittelwert: ID Ay = max. 40 mA
Gate 1 - Strom: tIGlS = maXx. 10 mA
- H + = .
Gate 2 Strom: _IG2S max 10 mA
Gesamtverlustleistung bei SU é 75°%C: 1) Ptot = max. 225 mW
Kanal temperatur: SK = max. 150 °
Lagerungstemperaturs OS = min. -65 °
8 = max. 150 °C
Wirmewiderstand:
zwischen Kanal und Umgebung: 1) Ryvu S 0,335 K/mW
250 Z 7300211
Piot max
A ¥
(mW) 35
200 : \
\ - 1
150 —
\ 40
27
100 \
\
50 \ -J : L ! 12Mute
sl
0
0 50 100 9, (*C) 150

1) Transistor auf einseitig 35 pm Cu-
kaschierter Glasfaser-Epoxy~-Leiter-
platte von 40 mm x 35 mm x 1,5 mm,
vgl. obenstehende Skizze

00

(&

oo
w



o

Statische Kennwertes: bei 8. =25C

U

Gate 1 - Source - Durlhbruchspannung

bei Ust = UDS = 0, iIGiS = 10 mA:

Gate 2 - Source - Durchbruchspannung

bei UGls = UDS = 0, iIGZS = 10 mA:
Gate 1 - Reststrom

bei tUG‘lS =17V, UGZS = UDS = 0:
Gate 2 - Reststrom

bei tUG2S =7V, UGlS B UDS = 02

Gate — Source - Abschniirspannung

bei Upg = 10 V, I = 20 pA, Ugoq =
bei Upg = 10 V, Iy = 20 pA, Ugyg

Dynamische Kennwerte: bei U =10 V,

DS

Vorwdartssteilheit bei f = 1 kHz:

Ugas

Gate 1 - Eingangskapazitdt bei f = 1 MHz:

Gate 2 - Eingangskapazitdt bei f = 1 MHz:

Ausgangskapazitdt bei f = 1 MHz:
Riickwirkungskapazitdt bei f = 1 MHz:

Rauschzahl
bei f = 200 MHz und Gg = 2 mS:

BF 982

*U(BR) 615 5 8
+ =
*U(BR) G2s s 8
<
s s = 25
<
tgos s = 25
. <
Uy oy s 1,3
“Up 6o = L
=4V, I =15 m4,
>
|y21sl = 25 (=
Ci1s g1 = 4,0
Ci1s g2 = 1,7
Coas = 2,0
Cyoq = 30
F = 1,2

= 25%

20)

mS

pF
pF
pF
fF

dB

157



BF 990

N - KANAL - MOS - FELDEFFEKT - TRANSISTOR - TETRODE
Verarmungstyp (depletion), mit integrierten Schutzdioden,
N fiir UHF-FS-Kanalwihler
mit 12 V Speisespannung

D
Gz I
Mechanische Daten: o
G
Gehduse: Kunststoff
SO0T-143 30
Stempel: M 90 I~ 287"
MaBangaben in mm. 82)3 19+ B
//s\ ils  3[0 K 1
E- max 61| 62] 14 25
: 1.2 max
10.L 10° sB:. D
max{TT N max 2 }
N\ ol Dt
30° 0,88%3, 048
™ fnax - o 72 0323.2
ey e V72O
Draufsicht
Kurzdaten:
Drain - Source - Spannung UDS = max. 18 V
Drainstrom, Mittelwert ID Ay = max. 30 mA
Gesamtverlustleistung bei 6U é 60°C Ptot = max. 200 mW
Kanaltemperatur 8]( = max. 150 °c
Vorwiartssteilheit
bei Upo =10 V, Ugoo = 4V, I) = 10 ma |y218| = 19 ms
Rauschzahl
bei UDS =10V, UGZS =4V, ID = 10 mA
und f = 800 MHz F = 2,8 dB
Rickwirkungskapazitit
bei UDS =10 V, UGZS =4V, ID = 10 mA
und f = 1 MHz C125 = 25 fF

2.85 _
3 VAIVD



BF 990

Absolute Grenzwertes: (giltig bis 9 max)

Drain - Source - Spannuhg: UDS = maXx. 18 Vv

Drainstrom, Mittelwert: ID AV S max. 30

- s + = .
Gate 1 Strom: 'IGls max 10 mA
Gate 2 - Strom: +I = max. 10 mA
< o 1 628

Gesamtverlustleistung bei $; = 60 C: ) P, i = max. 200 m¥W

Kanaltemperatur: &K = max. 150 °C

Lagerungstemperatur: as = min. =65 0
= max. 150 °C

Wirmewiderstand:

zwischen Kanal und Umgebung: 1) Rth U é 0,46 K/mW

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 8 mm x 10 mm x 0,6 mm

300 vz 73 oo_g@'

p( ot max
(mW)
200

\‘
N
100
N
\‘
N
~
0
25 50 75 100 125 9y (°C) 150



Statische Kennwerte: bei &U = 25°%

Gate 1 - Source - Durchbruchspannung

i = = + = H
bei UGZS UDS o, -IGls 10 mA

Gate 2 - Source - Durchbruchspannung
bei UGls = UDS = 0, 31628 = 10 mA:
Gate 1 - Reststrog

bei tUGlS =7V, UG2S

Gate 2 - Reststrom
bei iUGZS =7V, UGlS = UDS
Gate - Source - Abschniirspannung
bei UDs =10V, ID = 20 pa, UG2S =
bei UDS =10V, I = 20 pa, UGlS =

= UDS = 0:

= 0:

D

Dynamische Kennwerte: bei U.

bs = 10V

Vorwdrtssteilheit bei f = 1 kHz:

4 Vg

» I

Gate 1 -~ Eingangskapazitdt bei £ = 1 MHz:

Gate 2 - Eingangskapazitdt bei f
Ausgangskapazitdt bei f = 1 MHz:
Riickwirkungskapazitdt bei f = 1 MHz:

Rauschzahl

bei f = 800 MHz und GG = 5 mS:

1 MHz:

*U(BR) G1s s

t

4

+

=10

U

Te1s s

Igos s

Up 61

Up G2

mA, U

Iy215|

C

11s g1

clls g2

C
C

F

22s
128

G

BR) G25 S

28 =

BF 990

2 8 v

2 8 v

s 25 nA
< 25 nA
< 1,3 v

g 1,1 v

4V, 8 = 25%

19 (2 17) ms

2,6 pF
1,4 pF
1,2 pF
25 fF
2,8 dB
2.85

359



BF 991

N - KANAL - M0S - FELDEFFEKT - TRANSISTOR - TETRODE
Verarmungstyp (depletion), mit integriertem Schutzdioden,

Yiir UEW-Tuner und VHF-FS-Kanalwéhler

Mechanische Daten: b}

Gehduse: Kunststoff G,
S0T-143

Stempel: M 91

MaBangaben in mm.

Gy

AN

S,B

;3;LE
L

Y

Draufsicht

Kurzdaten:
Drain-Source-Spannung UDs = maX. 20 V
Drainstrom, Mittelwert ID Ay = max. 20 mA
Gesamtverlustleistung bei SU é 60°c Ptot = max. 200 mW
Kanaltemperatur sx =max. 150 °c
Vorwdrtssteilheit

bei Upo = 10V, Ugoo = 4V, I = 10 mA |y213| = 14 mS
Rauschzahl

bei UDs =10V, UG2S =4V, ID = 10 mA

und f = 200 MHz F = 1,0 dB
Riickwirkungskapazitidt

bei UDS =10 V, UG2S =4V, ID = 10 mA

und f = 1 MHz 0128 = 20 fF
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BF 991

)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis §

K max

Drain - Source - Spannung: UDS = max. 20 V
Drainstrom, Mittelwert: b ID AV = max. 20 mA
Drainstrom, Scheitelwert: ID M = max. 30 mA
Gate 1 - Strom: tIGlS = max. 10 mA
Gate 2 ~ Strom: 11625 = max. 10 mA
Gesamtverlustleistung bei GU g 60°C: 1) Ptot = max. 200 mw
Kanaltemperatur: GK = max. 150 °c
Lagerungstemperaturs: 85 = min. -65 °c

SS = max. 150 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Kanal und Umgebung: 1) Rth U é 0,46 K/mW

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 8 mm x 10 mm x 0,6 mm

300 VZ 7300909
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BF 991

Statische Kennwerte: bei SU = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Gate - Source - Durchbruchspannung

. >
bei UG2S = UDS =0, tIGlS = 10 mA: iU(BR)GlS s ; \
i - = + = . +] 4
bei Vg = Upg = 05 2Igpg = 10 mA: *U(BR) 625 5 v
Gate - Reststrom
. <
- = = . + =
bei iUGlS =5V, UG2S = UDS 0: _IGls s < 50 nA
; - = = 0: + =
bei iUG2S =51V, UGls = UDS = 0: _Ist s 50 nA
Drain - Source - KurzschluBstrom
bei UDS = 12 v, Fczs =4V, UGlS =0
und 6K = 25C: IDS s = 4...25 mA
Gate - Source - Abschniirspannung
. g
bei UDS =10 V, ID = 20 pa, UG2s =4V —Uf 61 2 »5 v
bei UDs =10 V, ID = 20 pA, UGls = 0: —UP G2 = 2,5 v
. . [
Dynamische Kennwerte: bei UDS =10 V, UG2S =4V, ID = 10 mA, 8U =25C
Vorwirtssteilheit bei f = 1 kHz: |y218| = 14 (2 10)mA
Gate ? - Eingangskapazitidt bei f = 1 MHz: Clls gl = 2,1 pF
Gate 2 - Eingangskapazitdt bei f = 1 MHz: C115 g2 = ’ pF
Ausgangskapazitdt bei f = 1 MHz: 0228 = 1,1 pF
Riickwirkungskapazitit bei f = 1 MHz: Cl2s = 20 fF
Rauschzahl )
bei Gg =2 mS und £ = 200 MHz: F = 1,0 (éz,o)dB
bei G = 1mS und f = 100 MHz: F = 0,7 (51,7)aB
Leistungsverstirkung
bei Gg = 2 mS, GL = 0,5 mS, f = 200 MHz: Vp = 26 dB
bei Gg = 1 mS, GL =0,5mS, f = 100 MHz: VP = 29 dB
2.85
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BF 992

N - EKANAL - MOS - FELDEFFEKT - TRANSISTOR - TETRODE
Verarmungstyp (depletion), mit integrierten Schutzdioden,

* fiir UEW-Tuner und VHF-FS-Kanalwihler
mit 12 V Speisespannung

D
G, |
Mechanische Daten: ]
Gehiuse: Kunststoff, Gy
S0T-143
Stempel: M 92
MaBangaben in mm. S,B
10°Lr
max g A j 2
1WN\e = el
max 30° 08870, 048%3,
max ' _.l Vx 72 0323.2
k17
Draufsicht
Kurzdaten:
Drain - Source - Spannung UDS max. 20 V
Drainstrom, Mittelwert ID Ay = max. 40 mA
Gesamtverlustleistung bei SU s 60°c Ptot max. 200 mW
Kanaltemperatur 8K max. 150 °C
Vorwidrtssteilheit
bei Upe =10V, Uooo =4V, I} =15 mA |y218| 25 mS
Rauschzahl
bei UDS = 10 V’vUG2S =4V, ID =15 mA
und f = 200 MHz F = 1,2 dB
Riickwirkungskapazitdt
bei UDS =10 V, UG2S =4V, ID = 15 mA . . .
und f = 1 MHz 128 = 0 f
2.85
365



BF 992

Absolute Grenzwerte: (giltig bis &

)

K max
Drain - Source - Spannung:
Drainstrom, Mittelwert:
Gate 1 - Strom:
Gate 2 - Strom:
. . < o 1
Gesamtverlustleistung bei § . = 60 C: )

U
Kanaltemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Kanal und Umgebung: 1)

UDS = max.
ID N max.
+ = .
'IGIS max
+ = .
_Ist max
Ptot = max.
= maXe.
QS = min.
SS = max.
<
Behu =

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 8 mm x 10 mm x 0,6 mm

300 VZ 7300909
>tot max
(mwW)
200

N
N
<
100
\‘
N
o N
25 50 75 100 125 9, (*C) 150

5.82
366

20 V
40 mA
10 mA
10 mA
200 mW
150 °c
-65 °c
150 °c
0,46 K/mW



BF 992

Statische Kennwerte: bei GU = 25%

Gate - Source - Durchbruchspannung

i = = = H < v
bei Ugog = Upg = 05 2lgyg = 10 mA: *U(pR) 615 s 8
; = = = . 2 v
bei UGls = UDs = 0, tIG2S = 10 mA: tU(BR)G2S s & 8
Gate - Reststrom
<
i = = = 0: + =
bei tUGlS =7V, UG2S = UDS = 0: 'IGIS s 25 nA
. S
bei tUG2S =7V, UGls = UDS = 0: tIst s = 25 nA
Gate - Source - Abschniirspannung
bei UDS =10V, ID = 20 pA, UG2S =4 Vs —UP Gl = 0,2...1,3 V
bei Upo = 10 V, I = 20 pA, Uy o = O: “Up 6o = 0,2...1,1V
Dynamische Kennwerte: bei UDS =10 V, UG2S =4V, ID = 15 mA, $U = 25%
Vorwirtssteilheit bei f = 1 kizs | 7216 = 25 (2 20) ms
Gate 1 - Eingangskapazitdt bei f = 1 MHz: C118 gl = 4,0 pF
Gate 2 - Eingangskapazitdt bei f = 1 MHz: Clls g2 = 1,7 pF
Ausgangskapazitdt bei f = 1 MHz: 0228 = 2,0 pF
Riickwirkungskapazitdt bei f = 1 MHz: Ciog = 30 (§ 40) fF
Rauschzahl
bei Gg =2 mS und f = 200 MHz: F = 1,2 dB

2.85
367



